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Тема 17

Микроанализ. Подготовка образцов для 

исследования в электронном микроскопе.



1. Особенности образцов для электронной микроскопии

Задачи, решаемые с помощью просвечивающей электронной микроскопии

Просвечивающая электронная микроскопия может объяснить, почему происходит 

разрушение материала, как этому способствует его структурно-фазовое состояние

Метод просвечивающей электронной микроскопии позволяет :

•определять тип и параметры кристаллической решетки матрицы и фаз;

•определять ориентационные соотношения между фазой и матрицей;

•изучать строение границ зерен;

•определять кристаллографическую ориентацию отдельных зерен, субзерен;

•определять углы разориентировки между зернами, субзернами;

•определять плоскости залегания дефектов кристаллического строения;

•изучать плотность и распределение дислокаций в материалах изделий;

•изучать процессы структурных и фазовых превращений в сплавах;

•изучать влияние на структуру конструкционных материалов

технологических факторов (прокатки, ковки, шлифовки, сварки и т.д.).









Электронный микроскоп

До 1980-х годов электронный микроскоп, разработанный в 1930-х, оставался единственным 

способом заглянуть в наномир. Сканирующий ЭМ (справа) позволяет получать данные не 

только о поверхности образца, но и о его химическом составе. Изображение: «Популярная 

механика»



Сканирующий электронный микроскоп

Если не просвечивать образец, а сканировать его поверхность сфокусированным в 

очень маленькое пятно (несколько нанометров) пучком электронов, последние 

не только рассеиваются на атомах образца, но и порождают вторичные электроны, 

рентгеновское и видимое излучение. На регистрации этих данных основана работа 

сканирующего электронного микроскопа. В отличие от просвечивающего ЭМ, с его 

помощью можно исследовать «толстые» образцы. Регистрируя углы рассеяния, 

интенсивность излучения и энергии вторичных электронов, можно изучать 

не только рельеф поверхности, но и химический состав образца, а также структуру 

образца в приповерхностном слое (десятки и сотни нанометров). Разрешение 

сканирующего электронного микроскопа обычно несколько меньше, чем у 

просвечивающего, и составляет от единиц до десятков нанометров.
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